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В качестве материалов спинтроники используют мультислои, образованные сочетанием нанослоев ферромагнетика и немагнетика [1]. В таких мультислоях имеют место эффекты гигантского магнетосопротивления (ГМС) и туннельного магнетосопротивления (ТМС). Мультислои получают методом молекулярной эпитаксии. Этот метод довольно ограничен и трудоемок. Поэтому большое внимание уделяется гранулированным структурам, которые рассматривается как альтернатива мультислоев. Для гранулированных структур так же характерны эффекты ГМС и ТМС [2]. Гранулированные структуры могут быть получены более распространёнными методами, в частности лазерной абляцией или магнетронного распыления и другими. В качестве прекурсоров в этих методах используют композиты, состоящие из однородно распределенного ферромагнетика в немагнитной матрице [3]. Равномерное распределение фаз в композитах связано в том числе с их дисперсностью. 
С целью изучения влияния дисперсности на свойства композитов для начала были синтезированы эвтектический и за эвтектический составы системы GaSb-MnSb с разной скоростью охлаждения. Синтез композитов был проведен из высокочистых элементов Al, Ga, In и Sb с общим содержанием примесей 10-4 масс.%. Перед синтезом Mn был подвергнут дополнительной очистке, пересублимацией в вакууме. В качестве материалов ампулы выбрали кварцевые стекла. Получение образцов проводили вакуумно-ампульным методом при температурах 840 °С. Идентификацию образцов осуществляли с помощью рентгенофазового, дифференциально-термического (РФА, ДТА) и микроструктурного анализа. На рис.1, 2 соответственно, представлены результаты РФА и данные микроструктурного анализа.
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Рис. 1 (а) Рентгенограмма образца состава 59 мол% GaSb – 41 мол% MnSb: 
(I) v(охл) = 0.1 о/с, (II) v(охл) = 60 º/с.; (б) увеличенный фрагмент в области 40 град. 2θ
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Рис. 2 (а, б) Микроструктуры образцов состава 59 мол% GaSb – 41 мол% MnSb: 
а) при v(охл) =0.1 о/с б) при v(охл) = 60 о/с
Полученные данные подтверждают, что образцы состоят из двух фаз, антимонид галлия (GaSb) и антимонид марганца (MnSb). С увеличением скорости кристаллизации наблюдалось уменьшение размеров фаз с более их равномерным распределением. Это представляет интерес при использовнии полученных композитов как прекурсоры для создания магнитогранулированных структур с помощью магнетронного распыления и лазерной абляции.
Данная работа финансируется грантом РНФ 21‑73-20220.
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